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ナノギャップ電極は、ナノ物質の電気特性を評価する基本構造である。通常は、電子ビーム描

画により製作されるが、１点に収束させた電子ビームを走査するためスループットが低い。フォ

トリソグラフィは解像度が低いものの、並列処理のためスループットが高い。我々は、ポジ型フ

ォトレジストを UV キュア処理すると、シンナーや現像液に対してパターン崩れしないことに着

目し,微細加工に適用してきた[1]。本研究では、サブ µmパターン形成への応用を試みた。 

図 1にプロセス原理を示す。予め金属 Cr膜を通常通りパターニング、エッチングしておく。レ

ジストを UVキュア処理し、もう一層レジストをスピンコートし、全面露光する。UVキュアした

レジストは光を遮り、周辺にわずかな影を形成する。この影部分のレジストが現像で残り、サブ

µm幅のパターンとなる。このレジスト膜上に再度 Cr蒸着する。最初の Cr膜の先端部と上下に重

なるように、2層目 Cr膜をパターニングする。図 2は製作途中の電極アレイである。レジスト膜

を除去すると、基板に密着した Cr膜のみが残り、サブ µmギャップとなる。 

図 3に光学顕微鏡により測長したギャップ幅を示す。幅は 350±80nmであった。光学的にギャ

ップが確認できたものは、1408個中 836個であった。図４は電子顕微鏡写真の例である。光学顕

微鏡では判別できなかったものでも、約 200nmのギャップが確認できた例があった。 

[1] T. Iwamoto et al.,電学論 E137 (2017) 印刷中。ナノテクプラットフォーム事業を利用した。 
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resist 図 2：製作途中の電極アレイ。 

図 3：光学測長で得たギャップ幅の分布。 図 4：ナノギャップ電極の SEM写真。 

じる影を利用したサブミクロンパターン。 
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図 1：UVキュアしたレジストに近接して生じ

る影を利用したサブミクロンパターン。 

5m 2m 

第77回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2016 朱鷺メッセ (新潟県新潟市))14p-P5-8 

© 2016年 応用物理学会 12-130


